
GaN on Silicon台日技術交流研討會
目前商品化之氮化鎵系半導體光電元件技術均以藍寶石(Al2O3)與碳化矽(SiC)基板為主，且關鍵專利大多掌握在日本、美國和德國廠商手中，鑒於專利與材料方面的種種問題，因此開發關鍵性GaN on Silicon磊晶技術，方能擺脫關鍵原料、技術受制於美日的困境。以矽半導體成長氮化鎵磊晶薄膜有著低成本、大面積與高導電(熱)基板等優勢；此外，以矽作為LED封裝基板，不但滿足未來高功率LED低熱阻的封裝需求，也可減少封裝尺寸，具有較高的信賴性。是故，透過開發高品質大尺寸GaN on Si技術，將可進一步與高度成熟的矽半導體產業結合成光電積體電路，並藉以開發高效率、大面積、低成本之白光LED作為新世代照明光源，進階提升國內產業技術研發效率、縮短研發成果落實至產業界時程，創新我國產業之另一利基優勢。

為此工研院電光所特舉辦本次研討會，活動中將聘請到日本原名古屋大學Sawaki教授與國內產學專家進行演講，透過難得之台日技術交流，期許建立國內LED元件自主研發能力，精采可期之活動內容，誠摯歡迎相關技術產業先進踴躍報名參加。
指導單位：經濟部工業局
主辦單位：財團法人工業技術研究院 電子與光電研究所 
活動時間：98年9月11日(五)08:30~17:00
活動地點：工研院中興院區78館209會議室(新竹縣竹東鎮中興路四段195號)
【活動議程】
	時間
	題目
	主講人

	08:30~09:00
	報       到

	09:00~10:20
	MOVPE growth of semipolar GaN on Si substrate: Behavior of defects and impurity doping
	Prof. Nobuhiko Sawaki

	10:20~10:40
	休       息

	10:40~12:00
	Fabrication of GaN optical devices on Si substrate: LED and LD structure
	Prof. Nobuhiko Sawaki

	12:00~13:00
	午       餐

	13:00~13:50
	MBE Growth of III-Nitrides on Si: Epilayers, Heterojunctions, and Nanostructures
	國立清華大學 

     果尚志   教      授

	13:50~14:40
	GaN electron device on Si
	國立交通大學 

     張  翼   教      授

	14:40~14:50
	休       息

	14:50~15:40
	Technology Trend of Si-Packaged LEDs
	矽畿科技(股)公司

     陳志明   總  經  理

	15:40~16:30
	Silicon-Based Opto-Electronic Packaging

for LED Applications
	采鈺科技(股)公司

     郭武政   主任工程師

	16:30~17:00
	交 流 討 論


註：主辦單位可視情況更動研討會議程及內容
(當天Sawaki教授將採英文進行演講)
【報名資訊】
一、報名方式：
請填寫報名表，mail至huangyipin@itri.org.tw
或傳真至(03)591-5138 / (03)582-0258 黃依萍小姐收
二、報名費用：
全額免費，由經濟部工業局補助(含研討會講義、午餐及茶水)
三、報名截止日期：
98年9月8日(星期二)(場地座位有限，每家公司限定最多2位，報名人數額滿為止)

四、聯絡窗口：(03)591-8405 黃依萍 小姐
[image: image1.png]


--------------------Fax to (03)591-5138 / (03)582-0258 工研院電光所 黃依萍 小姐收-----------------------[image: image2.png]



GaN on Silicon台日技術交流研討會

報名表
	服務機構
	公司名稱
	

	
	聯絡地址
	□□□

	
	聯 絡 人
	

	
	電    話
	(    )

	
	傳    真
	(    )

	參加人員
	姓    名
	職     稱
	E-mail
	餐點種類

	
	
	
	
	□一般 □素食

	
	
	
	
	□一般 □素食


【地圖說明】
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